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(54)【発明の名称】 負荷駆動回路、及び、液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  消費電力の低減を図る。
【解決手段】  サンプリング期間において、ｎ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１０のゲートをそのしきい値電圧に設定
し、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のゲートをそのしき
い値電圧に設定する。また、キャパシタＣ１０を、ｎ型
ＭＯＳトランジスタＱ１０のしきい値電圧と入力映像信
号Ｖｉｎの電圧との差分電圧に設定し、ｐ型ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１１のしきい値電圧と入力映像信号Ｖｉｎの
電圧との差分電圧に設定する。書き込み期間において、
キャパシタＣ１０、Ｃ１１に設定した差分電圧を保持し
たまま、出力映像信号ＶｏｕｔをキャパシタＣ１０、Ｃ
１１にフィードバックする。これにより、書き込み期間
中は、トランジスタＱ１０、Ｑ１１のいずれか一方はオ
フになり、貫通電流が流れるのを回避できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】所定の電圧の入力信号が入力され、この入
力信号の電圧を負荷が接続されている信号線に供給する
負荷駆動回路であって、
第１タイプの第１トランジスタと、第２タイプの第２ト
ランジスタとが直列に接続され、前記第１トランジスタ
と前記第２トランジスタの間の電圧を前記信号線に供給
する、反転増幅回路と、
前記第１トランジスタがオンからオフに切り替わる第１
しきい値電圧に、前記第１トランジスタの制御端子を設
定する、第１設定回路と、
前記第２トランジスタがオンからオフに切り替わる第２
しきい値電圧に、前記第２トランジスタの制御端子を設
定する、第２設定回路と、
前記入力信号の電圧と、前記第１しきい値電圧との差分
電圧を保持する、第１差分電圧保持回路と、
前記入力信号の電圧と、前記第２しきい値電圧との差分
電圧を保持する、第２差分電圧保持回路と、
前記第１差分電圧保持回路と前記第２差分電圧保持回路
とにそれぞれの差分電圧を保持した状態で、前記反転増
幅回路の出力を、前記信号線に供給するとともに前記第
１差分電圧保持回路と前記第２差分電圧保持回路にフィ
ードバックさせる、フィードバック回路と、
を備えることを特徴とする負荷駆動回路。
【請求項２】前記第１差分電圧保持回路は、前記第１ト
ランジスタの制御端子と、前記入力信号が入力される入
力端子との間に接続された第１キャパシタを備え、
前記第２差分電圧保持回路は、前記第２トランジスタの
制御端子と、前記入力信号が入力される入力端子との間
に接続された第２キャパシタを備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の負荷駆動回路。
【請求項３】前記第１差分電圧保持回路は、前記第１ト
ランジスタの制御端子と、前記入力信号が入力される入
力端子との間に直列に接続された第３キャパシタと第４
キャパシタとを備え、
前記第２差分電圧保持回路は、前記第２トランジスタの
制御端子と、前記入力信号が入力される入力端子との間
に直列に接続された第５キャパシタと第６キャパシタと
を備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の負荷駆動回路。
【請求項４】前記第１差分電圧保持回路と前記第２差分
電圧保持回路に差分電圧を設定する際には、前記第３キ
ャパシタと前記第４キャパシタとの間と、前記第５キャ
パシタと第６キャパシタとの間とに、所定の電圧を供給
する所定電圧供給回路を、さらに備えることを特徴とす
る請求項３に記載の負荷駆動回路。
【請求項５】前記第１設定回路は、前記第１トランジス
タの制御端子をこの第１トランジスタがオンになる電圧
に設定した後に、この電圧を前記第１トランジスタがオ
フになる方向へ変化させ、前記第１トランジスタがオフ*
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*になった時点でその変化を止めることにより設定し、
前記第２設定回路は、前記第２トランジスタの制御端子
をこの第２トランジスタがオンになる電圧に設定した後
に、この電圧を前記第２トランジスタがオフになる方向
へ変化させ、前記第２トランジスタがオフになった時点
でその変化を止めることにより設定する、
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記
載の負荷駆動回路。
【請求項６】前記第１トランジスタはｎ型ＭＯＳトラン
ジスタであり、前記第２トランジスタはｐ型ＭＯＳトラ
ンジスタである、ことを特徴とする請求項１乃至請求項
５のいずれかに記載の負荷駆動回路。
【請求項７】信号線及び走査線がそれぞれ縦方向と横方
向に形成され、これら信号線及び走査線の交点付近に設
けられた画素電極を有する、画素アレイ部と、
前記走査線の駆動を行う走査線駆動回路と、
前記信号線の駆動を行う信号線駆動回路とを、同一基板
上に形成した液晶表示装置において、
前記信号線駆動回路は、請求項１乃至請求項６のいずれ
かに記載の負荷駆動回路を備える、ことを特徴とする液
晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、負荷駆動回路、及
び、液晶表示装置に関し、特に、消費電力の低減を図っ
た負荷駆動回路、及び、液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、ガラス等の透明基板上にポリシリ
コンを材料としてＴＦＴ（Thin FilmTransistor）を形
成する製造技術が進歩してきたため、この技術を利用す
ることにより、画素アレイ部と駆動回路とを同一基板上
に形成することも可能になった。
【０００３】しかしながら、透明基板上に均一な特性の
ポリシリコンＴＦＴを形成することは現状では困難であ
り、しきい値電圧や移動度などがばらついてしまう。し
たがって、仮に画素アレイ部と駆動回路を同一基板上に
形成したとしても、ＴＦＴの特性のばらつきにより輝度
むら等の表示品質の低下が起きるおそれがあり、また、
消費電力も増えてしまう。
【０００４】このため、駆動回路に設けられた負荷駆動
回路に、しきい値のばらつきをキャンセルする機能が付
加されている。この負荷駆動回路は、入力映像信号を出
力映像信号として出力するバッファ回路の役割を有して
いる回路である。
【０００５】図１４は、このような負荷駆動回路の一例
を示す図である。この図１４に示すように、キャンセル
機能付の負荷駆動回路は、直列的に接続されたｐ型ＭＯ
ＳトランジスタＱ１０１と、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ
１０２とを備えており、これらがＣＭＯＳインバータを
構成する。また、ＣＭＯＳインバータの入力側には、キ
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ャパシタＣ１０１が設けられている。
【０００６】図１５は、図１４に示す反転増幅回路の備
える各スイッチＳＷ１０１～ＳＷ１０４の動作を表にま
とめて示す図である。この図１５に示すように、まず、
サンプリング期間においては、スイッチＳＷ１０１とス
イッチＳＷ１０３とがオンとなり、スイッチＳＷ１０２
とスイッチＳＷ１０４とがオフとなる。このため、ｐ型
ＭＯＳトランジスタＱ１０１とｎ型ＭＯＳトランジスタ
Ｑ１０２で構成されるＣＭＯＳインバータの出力は、ス
イッチＳＷ１０３を介して、入力側にフィードバックさ
れる。したがって、ＣＭＯＳインバータの入力と出力は
同じ電圧、つまり、このＣＭＯＳインバータのしきい値
電圧に設定される。ここでは、例えば、このしきい値電
圧が５．５Ｖであったとする。
【０００７】キャパシタＣ１０１には、スイッチＳＷ１
０１を介して、入力映像信号Ｖｉｎが入力されている。
ここでは、例えば、この入力映像信号Ｖｉｎが３Ｖであ
ったとする。したがって、キャパシタＣ１０１には、入
力映像信号Ｖｉｎの３ＶとＣＭＯＳインバータのしきい
値電圧の５．５Ｖとの差分電圧である、２．５Ｖが保持
される。
【０００８】次の書き込み期間では、スイッチＳＷ１０
２とスイッチＳＷ１０４とがオンとなり、スイッチＳＷ
１０１とスイッチＳＷ１０３とがオフとなる。このた
め、ＣＭＯＳインバータの出力がキャパシタＣ１０１の
入力にフィードバックされる。キャパシタＣ１０１は上
述した２．５Ｖを保持しているので、ＣＭＯＳインバー
タの入力は、そのしきい値電圧である５．５Ｖに収束
し、ＣＭＯＳインバータの出力は３Ｖに収束する。そし
て、この３Ｖの電圧が、スイッチＳＷ１０４を介して、
出力映像信号Ｖｏｕｔとして出力される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図１４
に示した負荷駆動回路においては、２個のトランジスタ
であるｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１０１とｎ型ＭＯＳト
ランジスタＱ１０２とを同時に動作させた状態でしきい
値のキャンセルをするので、ＶＤＤからグランドに向け
て貫通電流が流れてしまうという問題がある。すなわ
ち、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１０１がオンとオフの中
間の状態にあり、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０２もオ
ンとオフとの中間の状態にある。このため、いずれのト
ランジスタＱ１０１、Ｑ１０２もＶＤＤ側からグランド
側に電流が流れてしまうのである。
【００１０】このように貫通電流が流れると、この負荷
駆動回路で消費される電力が増大してしまうという問題
が生じる。
【００１１】そこで本発明は、前記課題に鑑みてなされ
たものであり、消費される電力を可及的に少なくした負
荷駆動回路を提供することを目的とする。すなわち、定
常的に流れる貫通電流が発生しないようにした負荷駆動
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回路を提供することを目的とする。そして、そのような
負荷駆動回路を利用して、消費される電力の低減を図っ
た液晶表示装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明に係る負荷駆動回路は、所定の電圧の入力信
号が入力され、この入力信号の電圧を負荷が接続されて
いる信号線に供給する負荷駆動回路であって、第１タイ
プの第１トランジスタと、第２タイプの第２トランジス
タとが直列に接続され、前記第１トランジスタと前記第
２トランジスタの間の電圧を前記信号線に供給する、反
転増幅回路と、前記第１トランジスタがオンからオフに
切り替わる第１しきい値電圧に、前記第１トランジスタ
の制御端子を設定する、第１設定回路と、前記第２トラ
ンジスタがオンからオフに切り替わる第２しきい値電圧
に、前記第２トランジスタの制御端子を設定する、第２
設定回路と、前記入力信号の電圧と、前記第１しきい値
電圧との差分電圧を保持する、第１差分電圧保持回路
と、前記入力信号の電圧と、前記第２しきい値電圧との
差分電圧を保持する、第２差分電圧保持回路と、前記第
１差分電圧保持回路と前記第２差分電圧保持回路とにそ
れぞれの差分電圧を保持した状態で、前記反転増幅回路
の出力を、前記信号線に供給するとともに前記第１差分
電圧保持回路と前記第２差分電圧保持回路にフィードバ
ックさせる、フィードバック回路と、を備えることを特
徴とする。
【００１３】また、本発明に係る液晶表示装置は、信号
線及び走査線がそれぞれ縦方向と横方向に形成され、こ
れら信号線及び走査線の交点付近に設けられた画素電極
を有する、画素アレイ部と、前記走査線の駆動を行う走
査線駆動回路と、前記信号線の駆動を行う信号線駆動回
路とを、同一基板上に形成した液晶表示装置において、
前記信号線駆動回路は、上記の負荷駆動回路を備える、
ことを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】〔第１実施形態〕本発明の第１実
施形態に係る負荷駆動回路は、信号線の電圧を制御する
反転増幅回路であるＣＭＯＳインバータを構成する各ト
ランジスタのしきい値電圧のばらつきのキャンセルを、
各トランジスタ毎に行うとともに、このしきい値ばらつ
きのキャンセルの設定を各トランジスタのオフ状態で行
うことにより、ＶＤＤからグランドに貫通電流が定常的
に流れないようにしたものである。より詳しくを以下に
説明する。
【００１５】図１は本発明の第１実施形態に係る負荷駆
動回路の主要部の構成を示す回路図であり、図２は図１
に示す負荷駆動回路を信号線駆動回路に適用した場合の
構成を示す概略ブロック図であり、図３は図２に示す負
荷駆動回路を信号線駆動回路として用いた液晶表示装置
の概略ブロック図である。
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【００１６】図３に示す液晶表示装置は、画素アレイ部
２と、信号線駆動回路３と、走査線駆動回路４とを、備
えている。画素アレイ部２には、信号線Ｓ１～Ｓｎおよ
び走査線Ｇ１～Ｇｎが縦方向及び横方向にそれぞれ形成
されており、これらの各交点付近には、画素電極５と、
この画素電極５を制御するためのＴＦＴ１が設けられて
いる。また、信号線駆動回路３は、各信号線Ｓ１～Ｓｎ
を駆動するための回路であり、走査線駆動回路４は、各
走査線Ｇ１～Ｇｎを駆動するための回路である。
【００１７】図３の液晶表示装置を構成する各部は、同
一の透明基板上に形成され、信号線駆動回路３や走査線
駆動回路４を構成するトランジスタは、画素表示用のＴ
ＦＴ１と同じ製造プロセスで形成される。
【００１８】信号線駆動回路３は、図２に示す負荷駆動
回路１１を用いて構成される。すなわち、図２に示すよ
うに、信号線駆動回路３は、信号線Ｓのそれぞれに対応
して設けられた負荷駆動回路１１と、これら負荷駆動回
路１１内の各種スイッチを切換制御するスイッチ切換制
御回路１２とを有する。
【００１９】図１は負荷駆動回路１１の回路図である。
負荷駆動回路１１のそれぞれは、図１に示すように、ス
イッチＳＷ１０～ＳＷ１８と、キャパシタＣ１０、Ｃ１
１と、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０と、ｐ型ＭＯＳト
ランジスタＱ１１とを、備えて構成されている。負荷駆
動回路１１により駆動される信号線Ｓには、図３に示す
ように、画素表示用のＴＦＴ、画素電極の容量および補
助容量等が接続されているが、図１では簡略化のため、
信号線Ｓの負荷を等価的に抵抗ＲとキャパシタＣとで表
している。
【００２０】具体的には、スイッチＳＷ１０の一端は、
入力映像信号Ｖｉｎの入力端子に接続されており、スイ
ッチＳＷ１０の他端は、キャパシタＣ１０の一端と、キ
ャパシタＣ１１の一端に接続されている。
【００２１】キャパシタＣ１０の他端は、ｎ型ＭＯＳト
ランジスタＱ１０のゲート（制御端子）と、スイッチＳ
Ｗ１１の一端と、スイッチＳＷ１３の一端と、スイッチ
ＳＷ１７の一端とに、接続されている。ｎ型ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１０のソースは、グランドと、スイッチＳＷ
１６の一端に接続されている。ｎ型ＭＯＳトランジスタ
Ｑ１０のドレインは、スイッチＳＷ１１の他端と、スイ
ッチＳＷ１２の一端とに、接続されている。
【００２２】キャパシタＣ１１の他端は、ｐ型ＭＯＳト
ランジスタＱ１１のゲート（制御端子）と、スイッチＳ
Ｗ１４の一端と、スイッチＳＷ１６の他端とに、接続さ
れている。ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のソースは、
電圧ＶＤＤ（例えば、１０Ｖ）を供給する電圧供給端子
と、スイッチＳＷ１３の他端とに、接続されている。ｐ
型ＭＯＳトランジスタＱ１１のドレインは、スイッチＳ
Ｗ１４の他端と、スイッチＳＷ１５の一端とに、接続さ
れている。
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【００２３】スイッチＳＷ１５の他端は、スイッチＳＷ
１２の他端と、スイッチＳＷ１７の他端と、スイッチＳ
Ｗ１８の一端とに、接続されている。スイッチＳＷ１８
の他端は、信号線Ｓに接続されており、出力映像信号Ｖ
ｏｕｔを出力する。
【００２４】次に、本実施形態に係る負荷駆動回路１１
の動作について説明する。図４は、この負荷駆動回路に
設けられた各スイッチＳＷ１０～ＳＷ１８の動作を、表
にまとめて示す図である。この図４から分かるように、
本実施形態に係る負荷駆動回路１１は、１つのサイクル
が、リセット期間と、サンプリング期間と、書き込み期
間の、３つの期間に分かれている。
【００２５】図５は、リセット期間における負荷駆動回
路１１の状態を示す図である。この図５及び図４から分
かるように、リセット期間においては、スイッチＳＷ１
０とスイッチＳＷ１３とスイッチＳＷ１６とがオンにな
り、それ以外のスイッチはオフとなる。リセット期間
は、この前のサイクルでキャパシタＣ１０、Ｃ１１に保
持された差分電圧をリセットして、次のサイクルに備え
るための期間である。
【００２６】このリセット期間においては、入力映像信
号ＶｉｎがキャパシタＣ１０の一端とキャパシタＣ１１
の一端とに入力される。ここでは、例えば、入力映像信
号Ｖｉｎとして、３Ｖが入力されたと仮定する。このた
め、ノードＮ１０は３Ｖになる。
【００２７】一方、スイッチＳＷ１３がオンであるの
で、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０のゲート側にあるノ
ードＮ１１は、電圧ＶＤＤが供給されて１０Ｖになる。
また、スイッチＳＷ１６がオンであるので、ｐ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１１のゲート側にあるノードＮ１２は、
グランドに接続されて０Ｖになる。
【００２８】図６は、図５に示したリセット期間に続く
サンプリング期間における負荷駆動回路１１の状態を示
す図である。この図６及び図４から分かるように、サン
プリング期間においては、スイッチＳＷ１０とスイッチ
ＳＷ１１とスイッチＳＷ１４とがオンになり、それ以外
のスイッチはオフとなる。このサンプリング期間は、キ
ャパシタＣ１０に、入力映像信号Ｖｉｎと、ｎ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１０がオフ状態になるしきい値電圧との
差分電圧を設定し、キャパシタＣ１１に、入力映像信号
Ｖｉｎと、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がオフ状態に
なるしきい値電圧との差分電圧を設定するための期間で
ある。
【００２９】すなわち、このサンプリング期間において
は、スイッチＳＷ１１がオンであるので、１０Ｖであっ
たノードＮ１１が、グランドに引きずられて低下する。
ノードＮ１１の電圧が低下するということは、ｎ型ＭＯ
ＳトランジスタＱ１０のゲート電圧、つまり、ゲート・
ソース間電圧Ｖｇｓが低下することを意味する。したが
って、ある所定の電圧になると、ｎ型ＭＯＳトランジス
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7
タＱ１０がオフとなり、ドレインからソースに電流が流
れなくなる。電流が流れなくなった時点で、ノードＮ１
１の電圧の低下はストップする。ここでは、例えば、こ
の時点のノードＮ１１の電圧を１．５Ｖと仮定する。つ
まり、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフになるしき
い値電圧が、１．５Ｖであると仮定する。この時、ノー
ドＮ１０が３Ｖであるので、キャパシタＣ１０に－１．
５Ｖが設定され、保持される。
【００３０】一方、スイッチＳＷ１４がオンであるの
で、０ＶであったノードＮ１２が、電圧ＶＤＤに引きず
られて上昇する。ノードＮ１２の電圧が上昇するという
ことは、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のゲート電圧、
つまり、ゲート・ソース間電圧Ｖｇｓが上昇することを
意味する。したがって、ある所定の電圧になると、ｐ型
ＭＯＳトランジスタＱ１１がオフとなり、ソースからド
レインに電流が流れなくなる。電流が流れなくなった時
点で、ノードＮ１２の電圧の上昇はストップする。ここ
では、例えば、この時点のノードＮ１２の電圧を８Ｖと
仮定する。つまり、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がオ
フになるしきい値電圧が、－２Ｖであると仮定する。こ
の時、ノードＮ１０が３Ｖであるので、キャパシタＣ１
１に５Ｖが設定され、保持される。
【００３１】図７は、図６に示すサンプリング期間に続
く書き込み期間おける負荷駆動回路１１の状態を示す図
である。この図７及び図４から分かるように、書き込み
期間においては、スイッチＳＷ１２とスイッチＳＷ１５
とスイッチＳＷ１７とスイッチＳＷ１８とがオンにな
り、それ以外のスイッチはオフとなる。この書き込み期
間は、入力映像信号Ｖｉｎの電圧を、出力映像信号Ｖｏ
ｕｔとして、信号線Ｓに供給するための期間である。
【００３２】すなわち、この書き込み期間においては、
スイッチＳＷ１７がオンであるので、この前のサイクル
の信号線Ｓの電圧が、ノードＮ１０に供給される。ここ
で、前のサイクルの信号線Ｓの電圧が９Ｖであったと仮
定すると、ノードＮ１０の電圧が３Ｖから９Ｖに上昇す
る。キャパシタＣ１０には－１．５Ｖが保持されている
ので、ノードＮ１１の電圧は７．５Ｖに上昇する。これ
により、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０のゲート電圧が
しきい値電圧より高くなるので、ｎ型ＭＯＳトランジス
タＱ１０がオンになる。ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０
がオンになると、スイッチＳＷ１２とスイッチ１８がオ
ンであるので、９Ｖであった信号線Ｓの電圧は、グラン
ドに引きずられて低下する。信号線Ｓの電圧が低下する
と、これに伴って、ノードＮ１０の電圧も低下し、ノー
ドＮ１１の電圧も低下する。そして、ノードＮ１１の電
圧が、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフになるしき
い値電圧になった時、つまり、１．５Ｖとなった時に、
再びｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフになる。この
ため、信号線Ｓの電圧の低下もストップする。この時の
信号線Ｓの電圧は、キャパシタＣ１０に－１．５Ｖが保
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持されているので、１．５Ｖ＋１．５Ｖ＝３Ｖとなる。
つまり、信号線Ｓの電圧は、入力映像信号Ｖｉｎの電圧
と実質的に等しくなる。
【００３３】これに対して、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ
１１のゲート側にあるノードＮ１２は、８Ｖから１４Ｖ
まで上昇するが、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のしき
い値電圧よりは低くならないので、このｐ型ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１１はオフのままである。
【００３４】なお、ここで説明した例では、信号線Ｓの
電圧を９Ｖから３Ｖに低下させる場合であったため、ｎ
型ＭＯＳトランジスタＱ１０が一時的にオンとなった
が、逆の場合は、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１が一時
的にオンとなる。すなわち、信号線Ｓの電圧を入力映像
信号Ｖｉｎに基づいて上昇させる場合には、ｐ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１１が一時的にオンとなり、電圧ＶＤＤ
が信号線Ｓに供給されることとなる。そして、信号線Ｓ
の電圧が入力映像信号Ｖｉｎの電圧と実質的に等しくな
った時点で、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１はオフとな
る。この際、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０はオフのま
まである。
【００３５】つまり、信号線Ｓの電圧を低下させる場合
でも、信号線Ｓの電圧を上昇させる場合でも、ｎ型ＭＯ
ＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１
の一方は、オフの状態を維持したままになる。
【００３６】また、信号線Ｓの電圧が、入力映像信号Ｖ
ｉｎの電圧をオーバーシュートした場合、例えば、図７
の例で信号線Ｓの電圧が３Ｖ以下になった場合には、ｎ
型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフとなり、ｐ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１１がオンとなって、信号線Ｓの電圧を
再び上昇させる。但し、本実施形態に係る負荷駆動回路
１１においては、このようなオーバーシュートはほとん
ど起こらないと考えられる。なぜなら、ｎ型ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１０又はｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がし
きい値電圧になった時点でオフになるだけであり、大き
きなタイムラグが生ずることはないからである。
【００３７】以上のように、本実施形態に係る負荷駆動
回路１１によれば、サンプリング期間において、ｎ型Ｍ
ＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１
１とのしきい値電圧のばらつきを、個別にキャンセルす
る機能を付加したので、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０
とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１とで構成されるＣＭＯ
Ｓトランジスタに貫通電流が流れないようにしつつ、し
きい値電圧のばらつきを吸収することができるようにな
る。
【００３８】より詳しくは、サンプリング期間で、ｎ型
ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフになるしきい値電圧
と、入力映像信号Ｖｉｎの電圧との差分電圧を、キャパ
シタＣ１０に設定し、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１が
オフになるしきい値電圧と、入力映像信号Ｖｉｎの電圧
との差分電圧を、キャパシタＣ１１に設定することとし
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た。そして、書き込み期間中に、これらキャパシタＣ１
０、Ｃ１１に設定した差分電圧をそれぞれ保持したま
ま、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトラン
ジスタＱ１１とで構成されるＣＭＯＳインバータの出力
側の電圧を、入力側にフィードバックさせることとした
ので、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１１の双方がオンになってしまう状態が生じ
ないようにすることができる。換言すれば、書き込み期
間中の定常状態において、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１
０とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のいずれか一方が、
オフ状態であるようにすることができる。
【００３９】このため、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０
とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１とで構成されるＣＭＯ
Ｓインバータに、電圧ＶＤＤからグランドに向けて、貫
通電流がながれないようにすることができる。これによ
り、負荷駆動回路１１で消費される電力を削減すること
が可能になる。
【００４０】〔第２実施形態〕本発明の第２実施形態
は、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトラン
ジスタＱ１１のゲート側に、それぞれ、キャパシタＣ２
０、Ｃ２１とスイッチＳＷ２０を追加することにより、
入力映像信号Ｖｉｎが入力されてなければならない期間
を、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトラン
ジスタＱ１１のしきい値のばらつきをキャンセルする期
間と、分離できるようにしたものである。より詳しく
を、以下に説明する。
【００４１】図８は、本発明に係る負荷駆動回路１１の
構成を示す図である。この図８から分かるように、本実
施形態に係る負荷駆動回路１１は、ｎ型ＭＯＳトランジ
スタＱ１０のゲートと、キャパシタＣ１０との間に、キ
ャパシタＣ２０が追加されている。また、ｐ型ＭＯＳト
ランジスタＱ１１のゲートと、キャパシタＣ１１との間
に、キャパシタＣ２１が追加されている。キャパシタＣ
２０の一端と、キャパシタ２１の一端とは、スイッチＳ
Ｗ２０の一端に共通接続されている。スイッチＳＷ２０
の他端は、グランドに接続されている。
【００４２】次に、本実施形態に係る負荷駆動回路１１
の動作について説明する。図９は、この負荷駆動回路１
１に設けられた各スイッチＳＷ１０～ＳＷ１８の動作
を、表にまとめて示す図である。この図４から分かるよ
うに、本実施形態に係る負荷駆動回路１１は、１つのサ
イクルが、リセット期間と、キャンセル期間と、サンプ
リング期間と、書き込み期間の、４つの期間に分かれて
いる。
【００４３】図１０は、リセット期間における負荷駆動
回路１１の状態を示す図である。この図１０及び図９か
ら分かるように、リセット期間においては、スイッチＳ
Ｗ１３とスイッチＳＷ１６とスイッチＳＷ２０がオンに
なり、それ以外のスイッチはオフとなる。リセット期間
は、この前のサイクルでキャパシタＣ１０、Ｃ１１に保
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持された差分電圧とキャパシタＣ２０、Ｃ２１に保持さ
れた差分電圧をリセットして、次のサイクルに備えるた
めの期間である。
【００４４】このリセット期間においては、スイッチＳ
Ｗ２０がオンであるので、グランドの０Ｖが、キャパシ
タＣ１０とキャパシタＣ２０の間のノードＮ２１に供給
され、キャパシタＣ１１とキャパシタＣ２１の間のノー
ドＮ２２に供給される。一方、スイッチＳＷ１３がオン
であるので、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０のゲート側
にあるノードＮ１１は、電圧ＶＤＤが供給されて１０Ｖ
になる。このため、キャパシタＣ２０には、差分電圧と
して、１０Ｖが保持される。また、スイッチＳＷ１６が
オンであるので、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のゲー
ト側にあるノードＮ１２は、グランドに接続されて０Ｖ
になる。このため、キャパシタＣ２１には、差分電圧と
して０Ｖが保持される。
【００４５】図１１は、図１０に示したリセット期間に
続くキャンセル期間における負荷駆動回路１１の状態を
示す図である。この図１１及び図９から分かるように、
キャンセル期間においては、スイッチＳＷ１１とスイッ
チＳＷ１４とスイッチＳＷ２０とがオンになり、それ以
外のスイッチはオフとなる。このキャンセル期間は、キ
ャパシタＣ２０に、グランドの電圧０Ｖと、ｎ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１０がオフ状態になるしきい値電圧との
差分電圧を設定し、キャパシタＣ２１に、グランドの電
圧０Ｖと、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がオフ状態に
なるしきい値電圧との差分電圧を設定するための期間で
ある。
【００４６】すなわち、このサンプリング期間において
は、スイッチＳＷ１１がオンであるので、１０Ｖであっ
たノードＮ１１が、グランドに引きずられて低下する。
ノードＮ１１の電圧が低下するということは、ｎ型ＭＯ
ＳトランジスタＱ１０のゲート電圧、つまり、ゲート・
ソース間電圧Ｖｇｓが低下することを意味する。したが
って、ある所定の電圧になると、ｎ型ＭＯＳトランジス
タＱ１０がオフとなり、ドレインからソースに電流が流
れなくなる。電流が流れなくなった時点で、ノードＮ１
１の電圧の低下はストップする。ここでは、例えば、こ
の時点のノードＮ１１の電圧を１．５Ｖと仮定する。つ
まり、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフになるしき
い値電圧が、１．５Ｖであると仮定する。この時、スイ
ッチＳＷ２０がオンであるので、ノードＮ２１が０Ｖで
あり、このため、キャパシタＣ２０に１．５Ｖが設定さ
れ、保持される。
【００４７】一方、スイッチＳＷ１４がオンであるの
で、０ＶであったノードＮ１２が、電圧ＶＤＤに引きず
られて上昇する。ノードＮ１２の電圧が上昇するという
ことは、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のゲート電圧、
つまり、ゲート・ソース間電圧Ｖｇｓが上昇することを
意味する。したがって、ある所定の電圧になると、ｐ型
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ＭＯＳトランジスタＱ１１がオフとなり、ソースからド
レインに電流が流れなくなる。電流が流れなくなった時
点で、ノードＮ１２の電圧の上昇はストップする。ここ
では、例えば、この時点のノードＮ１２の電圧を８Ｖと
仮定する。つまり、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がオ
フになるしきい値電圧が、－２Ｖであると仮定する。こ
の時、スイッチＳＷ２０がオンであるので、ノードＮ１
０が０Ｖであり、キャパシタＣ２１に８Ｖが設定され、
保持される。
【００４８】図１２は、図１１に示したキャンセル期間
に続くサンプリング期間おける負荷駆動回路１１の状態
を示す図である。この図１２及び図９から分かるよう
に、サンプリング期間においては、スイッチＳＷ１０と
スイッチＳＷ２０とがオンとなり、それ以外のスイッチ
はオフとなる。このサンプリング期間は、キャパシタＣ
１０、Ｃ１１に、入力映像信号Ｖｉｎの電圧と、グラン
ドの電圧０Ｖとの差分電圧を、それぞれ設定するための
期間である。
【００４９】すなわち、このサンプリング期間では、ス
イッチＳＷ１０がオンであるので、入力映像信号Ｖｉｎ
がキャパシタＣ１０、Ｃ１１に供給される。ここでは、
入力映像信号Ｖｉｎの電圧が３Ｖであると仮定する。す
ると、スイッチＳＷ２０がオンであり、ノードＮ２１が
０Ｖであるので、キャパシタＣ１０には－３Ｖが設定さ
れ、保持される。また、スイッチＳＷ２０がオンであ
り、ノードＮ２２が０Ｖであるので、キャパシタＣ１１
に－３Ｖが設定され、保持される。この際、キャパシタ
Ｃ２０に設定された１．５Ｖの差分電圧は、そのまま保
持され、キャパシタＣ２１に設定された８Ｖの差分電圧
も、そのまま保持される。
【００５０】図１３は、図１２に示したサンプリング期
間に続く書き込み期間における負荷駆動回路１１の状態
を示す図である。この図１３及び図９からわかるよう
に、書き込み期間においては、スイッチＳＷ１２とスイ
ッチＳＷ１５とスイッチＳＷ１７とスイッチＳＷ１８と
がオンになり、それ以外のスイッチはオフとなる。この
書き込み期間は、サンプリング期間でサンプリングした
入力映像信号Ｖｉｎの電圧を、出力映像信号Ｖｏｕｔと
して、信号線Ｓに供給するための期間である。
【００５１】すなわち、この書き込み期間においては、
スイッチＳＷ１７がオンであるので、この前のサイクル
の信号線Ｓの電圧が、ノードＮ１０に供給される。ここ
で、前のサイクルの信号線Ｓの電圧が９Ｖであったと仮
定すると、ノードＮ１０の電圧が３Ｖから９Ｖに上昇す
る。キャパシタＣ１０には、－３Ｖが保持されているの
で、ノードＮ２１の電圧は６Ｖに上昇する。さらに、キ
ャパシタＣ２０には１．５Ｖが保持されているので、ノ
ードＮ１１の電圧は７．５Ｖに上昇する。これにより、
ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０のゲート電圧がしきい値
電圧より高くなるので、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０
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がオンになる。ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオンに
なると、スイッチＳＷ１２とスイッチ１８がオンである
ので、９Ｖであった信号線Ｓの電圧は、グランドに引き
ずられて低下する。信号線Ｓの電圧が低下すると、これ
に伴って、ノードＮ１０及びノードＮ２１の電圧も低下
し、ノードＮ１１の電圧も低下する。そして、ノードＮ
１１の電圧が、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフに
なるしきい値電圧になった時、つまり、１．５Ｖとなっ
た時に、再びｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０がオフにな
る。このため、信号線Ｓの電圧の低下もストップする。
この時の信号線Ｓの電圧は、キャパシタＣ１０に－３Ｖ
が保持され、キャパシタＣ２０に１．５Ｖが保持されて
いるので、１．５Ｖ－１．５Ｖ＋３Ｖ＝３Ｖとなる。つ
まり、信号線Ｓの電圧は、入力映像信号Ｖｉｎの電圧と
実質的に等しい電圧になる。
【００５２】これに対して、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ
１１のゲート側にあるノードＮ２２は０Ｖから６Ｖまで
上昇し、ノードＮ１２は、８Ｖから１４Ｖまで上昇する
が、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のしきい値電圧より
は低くならないので、このｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１
１はオフのままである。
【００５３】なお、ここで説明した例では、信号線Ｓの
電圧を９Ｖから３Ｖに低下させる場合であったため、ｎ
型ＭＯＳトランジスタＱ１０が一時的にオンとなった
が、逆の場合は、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１が一時
的にオンとなる。すなわち、信号線Ｓの電圧を入力映像
信号Ｖｉｎに基づいて上昇させる場合には、ｐ型ＭＯＳ
トランジスタＱ１１が一時的にオンとなり、電圧ＶＤＤ
が信号線Ｓに供給されることとなる。そして、信号線Ｓ
の電圧が入力映像信号Ｖｉｎの電圧と実質的に等しくな
った時点で、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がオフとな
る。この際、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０はオフのま
まである。
【００５４】つまり、信号線Ｓの電圧を低下させる場合
でも、信号線Ｓの電圧を上昇させる場合でも、ｎ型ＭＯ
ＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１
の一方は、オフの状態を維持したままになる。
【００５５】また、信号線Ｓの電圧が、入力映像信号Ｖ
ｉｎの電圧をオーバーシュートした場合は、上述した第
１実施形態に係る負荷駆動回路１１と同様の動作とな
る。
【００５６】以上のように、本実施形態に係る負荷駆動
回路１１によれば、サンプリング期間において、ｎ型Ｍ
ＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１
１とのしきい値電圧のばらつきを、個別にキャンセルす
る機能を付加したので、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０
とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１とで構成されるＣＭＯ
Ｓトランジスタに貫通電流が流れないようにしつつ、し
きい値電圧のばらつきを吸収することができるようにな
る。
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【００５７】より詳しくは、キャンセル期間で、ｎ型Ｍ
ＯＳトランジスタＱ１０がオフになるしきい値電圧と、
グランドの電圧０Ｖとの差分電圧を、キャパシタＣ２０
に設定し、ｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１がオフになる
しきい値電圧と、グランドの電圧０Ｖとの差分電圧を、
キャパシタＣ１１に設定することとした。さらに、これ
に続くサンプリング期間で、入力映像信号Ｖｉｎの電圧
と、グランドの電圧０Ｖとの差分電圧を、キャパシタＣ
１０とキャパシタＣ１１とに設定することとした。そし
て、書き込み期間に、これらキャパシタＣ１０、Ｃ１
１、Ｃ２０、Ｃ２１に設定した差分電圧を保持させたま
ま、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトラン
ジスタＱ１１とで構成されるＣＭＯＳインバータの出力
側の電圧を、入力側にフィードバックさせることとした
ので、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型ＭＯＳトラ
ンジスタＱ１１の双方がオンになってしまう状態が生じ
ないようにすることができる。換言すれば、書き込み期
間中の定常状態において、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１
０とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１のいずれか一方が、
オフ状態であるようにすることができる。
【００５８】このため、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０
とｐ型ＭＯＳトランジスタＱ１１とで構成されるＣＭＯ
Ｓインバータに、電圧ＶＤＤからグランドに向けて、貫
通電流がながれないようにすることができる。これによ
り、負荷駆動回路１１で消費される電力を削減すること
が可能になる。
【００５９】さらに、本実施形態に係る負荷駆動回路１
１においては、ｎ型ＭＯＳトランジスタＱ１０とｐ型Ｍ
ＯＳトランジスタＱ１１のしきい値電圧のばらつきをキ
ャンセルするキャンセル期間と、入力映像信号Ｖｉｎを
サンプリングするサンプリング期間とを、個別に設定す
ることができるので、入力映像信号Ｖｉｎを負荷駆動回
路１１に供給するタイミングに関する設計の自由度を、
大幅に増大させることができる。
【００６０】なお、本発明は上記実施形態に限定されず
種々に変形可能である。例えば、上述した第２実施形態
においては、キャパシタＣ２０、Ｃ２１へのしきい値電
圧のばらつきをキャンセルするための差分電圧の設定
と、キャパシタＣ１０、Ｃ１１への入力電圧を保持させ
る差分電圧の設定を、異なる期間で行うこととしたが、
同一の期間で行うことも可能である。
【００６１】また、第２実施形態において、スイッチＳ
Ｗ２０の他端はグランドに接続されているが、キャンセ
ル期間中及びサンプリング期間中に一定の電圧が供給さ
れるのであれば、グランドの電圧に限るものではない。
換言すれば、スイッチＳＷ２０の動作範囲にある電圧で
あれば、供給する電圧に特に制限はない。
【００６２】さらに、上述した各実施形態においては、
本発明に係る負荷駆動回路１１を信号線駆動回路３に適
用した場合を例に説明したが、この負荷駆動回路１１は
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信号線駆動回路３以外の他の回路に適用することも可能
である。
【００６３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る負荷
駆動回路よれば、トランジスタのしきい値電圧のばらつ
きを吸収しつつ、消費電力の低減を図ることができる。
また、このような負荷駆動回路を液晶表示装置に用いる
ことにより、液晶表示装置の消費電力の低減を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る負荷駆動回路の構
成を示す回路図。
【図２】本発明の一実施形態が適用された信号線駆動回
路の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の一実施形態が適用された液晶表示装置
の構成を示すブロック図。
【図４】本発明の第１実施形態に係る負荷駆動回路の各
スイッチの動作を表にまとめて示す図。
【図５】本発明の第１実施形態に係る負荷駆動回路のリ
セット期間におけるスイッチの状態を示す回路図。
【図６】本発明の第１実施形態に係る負荷駆動回路のサ
ンプリング期間におけるスイッチの状態を示す回路図。
【図７】本発明の第１実施形態に係る負荷駆動回路の書
き込み期間におけるスイッチの状態を示す回路図。
【図８】本発明の第２実施形態に係る負荷駆動回路の構
成を示す回路図。
【図９】本発明の第２実施形態に係る負荷駆動回路の各
スイッチの動作を表にまとめて示す図。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る負荷駆動回路の
リセット期間におけるスイッチの状態を示す回路図。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る負荷駆動回路の
キャンセル期間におけるスイッチの状態を示す回路図。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る負荷駆動回路の
サンプリング期間におけるスイッチの状態を示す回路
図。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る負荷駆動回路の
書き込み期間におけるスイッチの状態を示す回路図。
【図１４】従来の負荷駆動回路の構成を示す回路図。
【図１５】図１４に示した従来の負荷駆動回路における
各スイッチの動作を表にまとめて示す図。
【符号の説明】
１  ＴＦＴ
２  画素アレイ部
３  信号線駆動回路
４  走査線駆動回路
５  画素電極
１１  負荷駆動回路
１２  スイッチ切換制御回路
Ｖｉｎ  入力映像信号
Ｖｏｕｔ  出力映像信号
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Ｇ１～Ｇｎ  走査線 *
16

*Ｓ１～Ｓｎ  信号線

【図１】

【図２】 【図３】

【図１５】



(10) 特開２００２－３３５１４７

【図４】

【図５】

【図９】



(11) 特開２００２－３３５１４７

【図６】

【図７】



(12) 特開２００２－３３５１４７

【図８】

【図１０】



(13) 特開２００２－３３５１４７

【図１１】

【図１２】



(14) 特開２００２－３３５１４７

【図１３】

【図１４】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
   Ｈ０３Ｋ  19/0175                                     Ｈ０３Ｋ  17/687                Ｆ    
  



(15) 特開２００２－３３５１４７

Ｆターム(参考） 5C006 AF59 BB16 BC03 BC06 BC12
                      BC20 BF33 FA47 
                5C080 AA10 BB05 DD26 DD30 JJ02
                      JJ03 
                5J055 AX12 AX27 AX54 BX16 BX17
                      CX30 DX22 EX07 EY10 EY21
                      EZ69 FX12 FX27 GX01 GX02
                5J056 AA05 BB19 DD13 DD29 DD51
                      EE11 FF08 GG09 GG12 



专利名称(译) 负载驱动电路和液晶显示装置

公开(公告)号 JP2002335147A 公开(公告)日 2002-11-22

申请号 JP2001138503 申请日 2001-05-09

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 东芝公司

[标]发明人 青木良朗

发明人 青 木 良 朗

IPC分类号 G09G3/36 G09G3/20 H03K17/16 H03K17/687 H03K19/0175

FI分类号 H03K17/16.L G09G3/20.611.A G09G3/20.623.A G09G3/36 H03K19/00.101.F H03K17/687.F H03K19
/0175.220

F-TERM分类号 5C006/AF59 5C006/BB16 5C006/BC03 5C006/BC06 5C006/BC12 5C006/BC20 5C006/BF33 5C006
/FA47 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD26 5C080/DD30 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5J055/AX12 
5J055/AX27 5J055/AX54 5J055/BX16 5J055/BX17 5J055/CX30 5J055/DX22 5J055/EX07 5J055/EY10 
5J055/EY21 5J055/EZ69 5J055/FX12 5J055/FX27 5J055/GX01 5J055/GX02 5J056/AA05 5J056/BB19 
5J056/DD13 5J056/DD29 5J056/DD51 5J056/EE11 5J056/FF08 5J056/GG09 5J056/GG12

外部链接 Espacenet

摘要(译)

减少功耗。 在采样周期中，将n型MOS晶体管Q10的栅极设置为其阈值
电压，并且将p型MOS晶体管Q11的栅极设置为其阈值电压。 此外，电
容器C10被设置为n型MOS晶体管Q10的阈值电压和输入视频信号Vin的
电压之间的差电压，并且p型MOS晶体管Q11的阈值电压和输入视频信号
Vin的电压被设置。 设置为差分电压。 在写入周期中，输出视频信号
Vout在保持设置在电容器C10和C11中的差分电压的同时被反馈到电容器
C10和C11。 结果，在写入期间，晶体管Q10和Q11中的任何一个截止，
并且可以防止直通电流流动。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/fe0fdef3-0eaa-4002-8c80-4969ab7ba4de
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018985428/publication/JP2002335147A?q=JP2002335147A

